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【はじめに】MOSFET の S/D 抵抗は駆動電流低下の大きな要因であり、1 次元伝導による高駆動電流が期待さ

れる Si ナノワイヤ FET においても問題である。S/D が最適化されたナノワイヤ FET としての特性を評価する

ため、四端子測定によりチャネル内電位を測定する TEG を設計・作製・評価した。 

【実験方法】SOIウエハのSi層をリソ・エッチング工程後に熱酸化/酸化膜剥離を行いナノワイヤを作製した。

Poly-Si/SiO2/Si 構造のゲートを堆積・パターニング後、SiN サイドウォールを形成し S/D へ不純物(As+)の注

入と活性化アニールを行った。Ni Salicide 工程を経て配線を行い、Si ナノワイヤ FET を作製した。IdVd、IdVg

特性を測定中に V1/V2端子電圧を測定しデバイスの電気特性評価を行った。 

【結果】図 1 に四端子測定 TEG の Id-Vd特性と、同時に取得した Id-Vinner特性を示す。V1を仮想ソースと考え

Vg’=Vg-V1 として計算した。その結果、後者のほうが小さいドレイン電圧において、Vg-Vth=1V の点で大きい駆

動電流を得られた。このデバイスの詳細な動作を解析し、当日報告する。 

【謝辞】本研究で用いたサンプルの一部は(株)半導体先端テクノロジーズ あすかⅡラインにおいて作製され
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た。 

図 1 四端子測定 TEGの IdVd特性

と抽出した Id-(V2-V1)特性 
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